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Une source de courant (ou sink) est caractérisée par deux grandeurs :

· Rout : permet de connaître la pente du courant 
· vmin : valeur à partir de laquelle le courant est contant (régime de saturation)
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Si on pose :

Id = 100µA
K = 110µA/V²

VT = 0.7V
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Vbias1 est calculer de façon à fixer le courant désirer. Il doit fonctionner en régime saturé.

Vbias2 est choisie pour conserver la tension VDS1 la plus faible possible qui permet de rester en saturation.
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Si 
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Içi, on obtient :
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Au courant id1 qui circule dans M1 correspond une tension vgs1. Si vgs1 =  vgs2 , alors le courant id2 est égale à id1 si M2 à la même taille que M2 ou bien est un multiple de celui-ci.
Pour que cela, il faut que les deux transistors fonctionnent dans leur région de saturation.
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Si vgs1 = vgs2 , le rapport des courants de drain s’exprime ainsi :
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Le courant de référence id1 à pour forme :
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La tension minimale vmin aux bornes de M2 qui maintien le transistor en saturation à pour valeur :
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La résistance de sortie de la structure correspond à la résistance de sortie de M2.
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On fixe Vgs = 1.2V
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Lambda = 0.02
1/0.02*10u = 5M

Resistance Mosfet

Plus économique en place

Permet de faire passer un courant important sans engendrer une forte chute de tension  

Un mos connecté en diode à le comportement d’une résistance
COMMON-SOURCE with CURRENT SOURCE LOAD
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M2 en saturation

• Large Output Voltage Compared with Resistive Load

• All Transistors Need to be in Saturation for High Gain

• M1 sets the Minimum Output Voltage

• M2 Sets the Maximum Output Voltage
La sortie vout est un noeud haute impédance

Av = -gm.(r01//r02)

M2 en mode triode

M2 se comporte comme une résistance

Av = -gm.Ron2
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Input :

vin > Vth1

Output :

vx > Vgs1 – Vth1

vb > Vx + Vth2

Vout - Vx > Vgs2- Vth2

Vout > Vgs2 – Vth1 + ( Vgs2 – Vth2)

Vb = Vx + Vgs2 >Vx + Vth2

> Vgs1 – Vth1 + Vth2
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On souhaite qu’un courant de 20µA circule dans le miroir.

On fixe W16 = 10µm et L16 =1µm
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Pour la deuxième structure :
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5=0.182+0.9+3.121 +0.8

On veut obtenir un miroir de courant tel que : Iref = 20µA et Vds_sat = 0.25V.
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Sachant que l’on fixe L = 2µm, calculer W et R.
Le transistor est en régime de saturation, VGS > VTHN

Comme VTHN = 0.475V et que l’on souhaite Vds_sat = 0.25V

A partir de la relation : 
[image: image38.wmf]0.250.4750.725

VDSVGSVTHVGSVDSVTHV

=-®=+=+=



[image: image39.wmf](

)

(

)

22

...._

22

KnWKnW

IDVGSVTHNVDSsat

LL

æöæö

=-=

ç÷ç÷

èøèø



[image: image40.wmf](

)

2

2..

._

IrefL

W

KnVdssat

=


Avec Kn = 120µA/V²


on obtient :  W = 11µm

Pour la résistance, il vient :
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Si maintenant, on fixe vds_sat = 0.15V

On calcule une nouvelle valeur de W = 30µm 

On a : VGS = 0.8 + 0.15 = 0.95V, ce qui donne 
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